G SINTESE, CARACTERIZACAO E AVALIACAO DE PROPRIEDADES ELETRICAS DE
) FILMES FINOS DE OXIDOS TIPO PEROVSKITA (Ba,Pb)TiO, (ABO,) COM POTENCIAL
UFRGS APLICACAO NO CAMPO ENERGETICO

O R A RANDE Do SUL Alexandre Brandt; Carlos Perez Bergmann
brandtalexandre@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - LACER/UFRGS

1. INTRODUGCAO 5. RESULTADOS E DISCUSSAQ
O interesse na tecnologia de filmes finos ferroelétricos esta diretamente associado = Analise térmica = Analise da cristalinidade
a gama de possibilidades de aplicacbes. A ndo limitacdo do tamanho dos elementos 100- . o,
eletronicos, a utilizacdo de substratos de baixo custo e a possibilidade de se preparar 6xidos 90 . + =BT,
compostos de titanato de bario e chumbo (Ba,Pb)TiO,, com propriedades ferroelétricas [1], 0. * =P6Ti0;
tornam esta tecnologia cada vez mais barata e de grande interesse cientifico e tecnoldgico ! . "= BalisOns
[2]. Destaca-se a familia das perovskitas (ABO,), composta principalmente pelos titanatos, <3 0 g- VR
tais como BaTiO; e PbTiO,;, como materiais promissores para aplicagdo no campo i, 60 @
energético. g &0 :g '
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O presente trabalho tem por objetivo sintetizar e avaliar a resistividade eleétrica (p) . — W
em funcéo da variacédo de frequéncia de filmes finos de 6xidos tipo perovskita (Ba,Pb)TiO,, s S S o
tratados termicamente a uma baixa temperatura. 0 10 A0S0 40 500 607080 20 25 30 B 40 45 50
Figura 4: A-rll-élise térrTE{;?(d:)qgel do composto Figura 5: Difracéo dez??gigs —X do pé do composto
3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL (Ba,Pb)TiO, (Ba,Pb)TiO

= Determinacao da espessura

Tabela 1: Espessura dos filmes finos de (Ba,Pb)TiO; em fung¢é@o do nimero de camadas depositadas

_ Numero de Camadas Espessura (nm) Desvio Padrao ()
1 151 2,0.104
) e Alcool Alifatico Acido Acético
Alcool Isopropilico g et 2 219 6,4.104

|

, N y H,0
oo By . . Anélise morfaltgica

Butédxido de Titéanio [1:1]

Acetato de
Chumbo (I1) [1:1]
Acido EStearico ‘g l
Alcool Polivinilico
Hidroxido de (PVA)
Amonio

|

Sois Titanato de |
Chumbo (PbTIO,) Figura 5: Analise microestrutural dos filmes finos de (Ba,Pb)TiO; em fungdo do numero de camadas depositadas

O procedimento experimental deste trabalho seguiu o seguinte fluxograma:

1 camada 2 camadas 3 camadas

» Determinacdao da resistividade elétrica (p) x frequéncia (Hz)
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2 10° ’ para filmes finos de (Ba,Pb)TiO3 com 1,2 e 3 camadas
= ] depositadas. Tensao aplicada foi de 0,5;1;1,5V.
Para a determinacdo da resistividade elétrica dos filmes finos, primeiramente foi g 10
. A . o . o
medida em paralelo a resisténcia elétrica da amostra, composta por Rfilme e Rsuporte, 2
esquematicamente ilustrado: 8 1
a) -
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Freguéncia (Hz)
. = Foi possivel obter por meio da técnica sol-gel polimérico a uma baixa temperatura de
aca de Cobre , - - - 7 -
_LT —» Placa de Teflon tratamento termico, filmes finos e pos de (Ba,Pb)TiO,.
Rl e el = O composto (Ba,Pb)TiO, apresentou-se parcialmente cristalino (ou parcialmente
) 3
I amorfo). As principais fases cristalinas identificadas foram BaTiO;e PbTiO; em uma

simetria tetragonal;
= Qs filmes foram classificados como filmes finos, apresentando variacdes de espessura
de 106 a 361 nm para o (Ba,Pb)TiO,.
Figura 2: Desenho do dispositivo para analise da resistividade eletrica.. = Avresistividade elétrica dos filmes finos alcancou valores na ordem de 7,0x103 a 2,0x10°
Q.m para o (Ba,Pb)TiOg;
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Para obter as medidas elétricas, aplicou-se uma diferenca de potencial (ddp) sobre L. AGRADECIMENTOS
cada um dos filmes finos investigados, em diferentes frequéncias (na faixade 79 Hza 1,4 Ao Centro de Microscopia Eletronica (CME) da UFRGS, a FAPERGS pelo apoio
kHz), medindo-se entdo a corrente elétrica. financeiro recebido.

Figura 3: Desenho das camadas e da representagdo das resisténcias nas amostras.
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